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炭化ケイ素（SiC）は高耐圧・低損失の次世代パワーデバイス材料として期待されている．一方

で，高硬度かつ優れた化学的安定性を有することから加工が難しい材料であり，その加工法につ

いて多くの取り組みがされている．高品質加工を達成する際には，粗さなどの表面形状に加えて，

残留応力や非晶質層などの表面性状についても留意する必要がある． 

ラマン散乱分光法によって，しゅう動面において表面層の電子密度に変化が生じること[1]，ま

た，微小押し込みによる欠陥の生成[2]，機械的な引っかきによって炭素とシリコンが相分離を引

き起こすこと[3]などが報告されており，微小スケールにおける機械的接触作用の及ぼす構造変化

が注目されている．本研究では，機械接触誘起相互作用として，摩擦摩耗試験機によるしゅう動

実験を行い，しゅう動作用による表面構造の変化を分析評価した．  

実験：摩擦摩耗試験機として，ボール・オン・ディスク型試験機を用いた．平面試料として，

単結晶 4H-SiC（Tanke Bule 社製，(0001)面成長，8°off，N-type），ボール試料として単結晶サフ

ァイア（Al2O3）球（エドモンドオプティクスジャパン，φ6 mm）を用いた．ラマンスペクトル

は 488 nmおよび 266 nmの DPSS レーザ励起により測定した． 

結果：図 1は垂直荷重 3N，速度 25 mm/s，半径 2 mm，時間

60 min のしゅう動実験後のしゅう動部の光学顕微鏡画像であ

る．摩耗痕内の変色がない箇所(a)，摩耗痕内の黒い筋状のもの

が存在してる箇所(b)が観測された．(a)および(b)のラマンスペ

クトルを図 2 に示す．(a)，(b)ともに 776 cm
-1の SiC の折り返

し横波光学モード G バンドが観測される．また，(b)では，炭素

材料特有の G バンドおよび D バンドが明瞭に観察される．

これは，しゅう動作用によって SiC が相分離を起こしたた

めと考えられる．講演では，各種しゅう動条件下における

スペクトルの詳細な解析を進め考察を行う予定である． 
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図 1：SiCしゅう動面の光学像 

図 2：しゅう動面のラマンスペクトル 
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